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Figura 4

(57) Abstract: The present invention discloses a method of manufacturing novel powdered materials by controlled spraying of atoms. In
this method, the material to be deposited (target) can be chosen from among any of the elements in the periodic table or a combination of
at least two of said elements. The material that will receive the deposit, called the base material or substrate, can be chosen from among
the following materials: polymeric, metallic, semiconducting, ceramic, molecular sieves, perovskites, MOFs, carbonaceous materials or

any type/class of powdered material with a vapour pressure of less than 10"'mBar. The method taught by the present invention describes
means of planning and achieving different coating structures for the base material (substrate) by defining and controlling production
processes. This makes it possible to derive a plurality of novel materials with novel properties as well as predefined properties.
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(57) Resumo: O presente invento revela um processo de fabricagdo de novos materiais em po, através da pulverizagdo controlada de
4tomos. Neste processo, o material que sera depositado (alvo), pode ser escolhido entre qualquer um dos elementos da tabela periddica
ou a combinagio de pelo menos dois dos elementos. O material que receberd o depdsito, chamado de material base ou de substrato,
pode ser escolhido entre os materiais: poliméricos, metdlicos, semicondutores, cerdmicos, peneiras moleculares, perovskitas, MOF s,

materiais carbonosos ou qualquer tipo/classe de material em p6, com pressdo de vapor inferior a 10" ' mBar, O processo ensinado pelo
presente invento, descreve meios de planejar e alcangar diferentes estruturas de recobrimento do material base (substrato), através da
defini¢do e do controle de processos de produgdo. Desta forma, uma pluralidade de novos materiais, com novas propriedades, bem
como propriedades pré-definidas podem ser derivados.



